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M. CHYLIŃSKA, A. KRYGIEL: Sposób wyznaczania rezystywności materiafów stykowych na prób-
kach w kształcie krążków 
Przedstawiono nieniszczącą metodę wyznaczania rezystywności materiałów styl<owych, l<tćra 
umożliwia dokonanie pomiaru bezpośrednio na gotowej nakładce stykowej. 

G. ADAMKIEWICZ, A. BAJOR: Układ polaryskopu optycznego do badań naprężeń w materiałach 
półprzewo dni ko wych 

Opisano układ polaryskopu liniowego służącego do badań naprężeń w materiałach) półprzewodni-
kowycłi, których próg transmisji optycznej leży w zakresie poniżej 2/im. Układ umożliwia badanie 
próbek o średnicach do 125 mm. Do obserwacji obrazów naprężeń w materiałach zastosowano tor 
telewizyjny składający się z monitora oraz kamery telewizyjnej, wyposażonej w wid ikon z warstv/ą 
światłoczułą PbS. Do wyznaczania wielkości naprężeń zaadoptowano metodę fotometryczną. 
Mierzone wielkości naprężeń są uśredniane z powierzchni o średnicy zaledwie 0,5 mm. 

W. KOT, M. LICHOWSKI: Pomiar koncentracji nośników większościowych w warstwach epitaKS-
ja/nych związków Am B^ metodą napięcia przebicia 
W pracy zaprezentowano szybką i nieniszczącą metodę pomiaru koncentracji elektronów w wars-
twach epitaksjalnych związków półprzewodnikowych typu A'" B^. Opisano układ pomiarowy 
oraz procedurę jego kalibracji. Przedstawiono wyniki eksperymentalne dla warstw epitaksjalnych 
GaAsP o koncentracjach w zakresie 1 10'® 1 

K. NOWYSZ, A. BUKOWSKI, S. STRZELECKA, B. SURMA, R. JABŁOŃSKI, P. KAMIŃSKI: Elektry-
cznie czynne defekty w krzemie domieszkowanym fosforem poprzez neutronową transmutację 
krzem-fosfor 

W pracy przedstawiono wyniki badań elektrycznie czynnych defektów, powstających wskutek na-
promieniowania monokryształów krzemu neutronami termicznymi w celu wprowadzenia fosforu 
drogą przemiany jądrowej krzem-fosfor. Mimo złożonych zagadnień fizycznych ustalono zależ-
ność pomiędzy występowaniem elektrycznie czynnych defektów a takimi czynnikami technologi-
cznymi jak: jakość strumienia neutronów, rodzaj obróbek termicznych oraz zawartość węgla 
i tlenu w krzemie wyjściowym. Badania przeprowadzono metodami: absorpcji w podczerwieni, 
elektronowego rezonansu paramagnetycznego, niestacjonarnej spektroskopii pojemnościowej, 
pomiarów rezystywności. Określono zmia ny rezystywności napromieniowa nego krzemu w zależ-
ności od temperatury izochronicznego wygrzewania. W podsumowaniu podano kierunki dalszych 
prac, niezbędnych dla polepszenia jakości radiacyjnie domieszkowanego krzemu. 

W. KOT, M. LICHOWSKI, S. STRZELECKA: Określanie stopnia kompensacji Si:P na podstawie 
temperaturowej zależności koncentracji elektronów 

Przedstawiono metodę określania stopnia kompensacji w krzemie typu n na podstawie analizy 
zmian koncentracji elektronów w zakresie temperatur 20 40 K. Przedstawiono wyniki pomiarów 
dla monokryształów otrzymanych różnymi metodami. 
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M. CHYLIŃSKA, A. Procedure of resistivity assigning of contact materials on samples in 
form of circular plates 
The non-destructive procedure of resistivity assigning of contact materials is presented. It makes 
possible to carry out measurements directly on ready contact plates. 

G. ADAMKIEWICZ, A. BAJOR: Plane polariscope for photoelastic measurement of semicon-
ductors 

A plane polariscope was constructed for photoelastic analysis of semiconductor materials trans-
mitting in the spectral region upto2/ /m. The instrument permits specimens up to 125 mm diam to 
be studied. A TV-camera supplied with PbS-vidicon and a TV-monitor are used to observe the 
stress patterns produced by frozen-in stresses of specimens. An intensity method has been ap-
plied to measure retardance across a specimen section as small as 0,5 mm diam. 

W. KOT, M. L\CH0V\I5K\'. Measurement of the carrier concentration in epitaxial layers of III-V com-
pounds by the breakdown voltage method 
A quick and nondestructive method of measurement of the carrier concentration in epitaxial 
layers of lll-V semiconductor compounds has been presented. The measuring apparatus and its 
calibration procedure has been described. The experimental results for GaAsP and GaP epitaxial 
layers withthecarrier concentration intherange 1 10'® ^ 1 10'®cm"'and 1 10'^ -=- 1 10" cm"^ 
respectively, has been presented. 

K. NOWYSZ, A. BUKOWSKI, S. STRZELECKA, B. SURMA, R. JABŁOŃSKI, P. KAMIŃSKI: Electri-
cally active defects in silicon doped by neutron transmutation: silicon-phosphorus 

The investigations of electrically active defects induced during thermal neutron irradiation of sili-
con single crystals have been performed. With all the complicated physical problems, the influ-
ence of the technological parameters (thermal neutrons beam quality, annealing conditions, con-
centration of oxygen and carbon impurities in started silicon) on the occurrence of electrically ac-
tive defects has been established. The investigations have been performed by the following met-
hods: IR absorption, EPR,DLTS, resistivity measurements. The influence of the isochronic annea-
ling temperature on irradiated silicon resistivity has been established. In conclusion, the sugges-
tions for further development of NTD-Si technology have been proposed. 

W. KOT M. LICHOWSKI, S. STRZELECKA: Compensation ratio determination for Si:P based on 
electron concentration temperature dependence 

The method for the compensation ratio determination based on the analysis of the electron con-
centration change in the temperature range 20 ^ 40 K has been presented. The experimental re-
sults for the monocrystailine Si grown by different methods (CZ, FZ, NTD) has been presented. 
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M. XbinUHbCKA, A. KPbirETlb: Cnocoó onpedeneHuf) ydenbHoeo conpomue/ieHuf) KOHmmm-
Hbix Momepuanoe HO oöpasiiax Kpye/ioü (fiopMbi 
OnncaH HepaspyujaioinMíi cnoco6 onpeAeneHnn yAenbHoro conpoTnaneHnn KOHiaKTHbix waie-
pkianoB, KOTopbifi flaer B03MO>KHOcTb npoBefleHM« nawepeHuii HenocpeflcTseHHO na roroBbix 
KOHTaKTHblX HaKHaflKaX. 

r. AdAMKUEBUH, A. BAMOP: ycmaHoexa onmunecKoeo nompucKona d/in uccnedoeaHuü na-
npHMeHuü e nonynpoeodHUKoebix Momepuanax 
B paôoTe onncaHa ycTanoBKa nonnpucKona ann nccneflOßaHnü BHyrpeHHux Hanpn>KeHMM B no-
XIYNPOBOFLHMKOBBIX Maiepnanax npospasHbix B oönacTM cneKipa AO2 MKM. HHcrpyivieHToßecne-
HMBaeT MccneaoBaHne oöpasuos fluaweipoM ao 125 MM. Perncipaann oöpaaoB HanpH>KeHMM 
np0MCX0AMTHepe3Te/ieBM3M0HHbiíí Topc noMoiMbKDBMAMKOHac nneHKOM PbS .flnn onpeAeneHMH 
BENUHMHBI HANPN>KEHMM NCNONBAYETCN 4)OTOMETPNHECKMM M e i o A . H S M E P E H N N AENNHUHBI NA 

npH>KeHMÍí noABeprawTCH ycpeAHeHUK) no oönacTH AnaMerpoM OT 0,5 MM. 

B. KOT, M. nUXOBCKH: HsMepenue KOHueHmpaifuu ocHoeHux Hocumeneù sapada e snuma-
Kcua/ibHbix cnoFix coeôuHeHuù A m BMno Memody HanpffMeHUfi npo6o» 

B paöoTe npeACTas/ieH cKopbiü n HeAecrpyKTUBHbiií MBTOA NSMEPEHUH KOHueHTpauuM sjieKipo-
HOB B anmaKCMa/ibHbix CJIOHX nonynpoBOAHUKOBbix COEAHHEHUFI runa Am Bv. Onucana nsMepn-
TenbHafl yciaHOBKa m npoueflypa eë KaiiMôpoBKn. floKaaaHbi SKcnepuMeHTanbHbie peaynbiaibi 
pj\» annxaKCManbHbix cnoes GaAsP M GaP B Ananaaone KOHueHTpaunii ANEKIPOHOB 10'® H- 10'® 
CM"' H 10'® 10" CM"', COOTBeTCTBeHHO. 

K. HOBblLU, A. BVKOBCKM, C. CTXEJ1EUKA, B, cyPMA, P. HBJIOHbCKM, n. KAMUHbCKM: 3ne-
KmpuHecKU OKmueHbie deipeKmu e KpeMHUu neeupoeoHHOM (f¡oc<fiopoM e peayfibmame Heú-
mpoHHOÚ mpoHCMymaiiuu KpeMHuù-<fioc0op 
ripeACTaBjieHbi pesynbiaibi nccneAOBaHuií sneKipunecKu aKTUBHWx Ae4)eKT0B, BOSHUKaKsmnx 
npn oSnyHeHMH MOHOKpuciannoB kpbmhmh lennoBbiMM nePiipoHaMu ajih BBefleHun (ł)0c4)0pa 
B peaynbTaTe HAepHoii peaKuuM KpeMHuü-cjDoccfíop. Flpu Bcex cno>KHbix ctJuan^ecKnx «BneHnnx 
HaíÍAeHa aaBucuMOCTb Mexay Ha/iunneM aneKipunecKu aicrMBHbix AecfjeKTOB m TBKUMM rexHono-
ruHeCKUMM 4)aKT0paMM, KaK: KanecTBO noTOKa lennoBbix HeííipoHOB, ycnoBus TepMunecKOÜ o6-
paßoTKM, coAep>KaHMe yrnepona n KucnopoAa B MCXOAHOM KpeMHun. MccneAOBaHUR npoBeASHbi 
MeTOAaMn: MH4)paKpacHoro nomoineHna, aneicTpoHHoro napaMarHuTHoro pesoHanca, Hecxa-
UMOHapHoii ewKOCTHoií cneKTpocKOnnM. OnpeAeneHbi nsMeHeHnn yAe/ibHoro conpoTUBnennH 
oönyHeHHoro kpbmhmh B saBMCHMOCTn OT TewnepaTypbi naoxpoHHOro ODKura. B saKfimneHUM 
noAaHbi HanpaaneHUH AaribHeííujux paöoT, Heo6xoAMMbix flxia ycoBepiueHCXBOBaHUH KaneciBa 
paAMauMOHHo-/ierMpoBaHHoro KpeMHua. 

B. KOT, M.nHXOBCKH,C.CT)KEnEI4KA:Onpeóe/7e«t/e cmenenuKOMneHcauuu S\:?no meMne-
pamypHoú saeucuMocmu KOHuenmpauuu 3neKmpoHoe 
B paöore npeAciaBneH mbtoa onpeAeneHUfi CTeneHn KOMneHcaunn Ann KpeMHun n-Tkina no ana-
nusy MSMeHeHnii KOHueHTpaunn sneicrpoHOB B AnanaaoHe reMnepaiyp 20 -h 40 K. rioKasaHbi pe-
synbxaTbi nsMepeHUíi ajih MOHCKpucTa/inoB, nonyMeHHbix paa/in^HbiMH MeioAaMn, 
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